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Hinweise: Schreiben Sie die Losungen, so weit es moglich ist, auf die Aufgabenblitter. Tragen
Sie Namen, Matrikelnummer und Studiengang in die nachfolgende Tabelle ein und schreiben Sie
auf jedes zusitzlich abgegebene Blatt ihre Matrikelnummer.

’ Name \ Matrikelnummer \ Studiengang \ Punkte von 10 ‘

| | | | |

Aufgabe 9.1: Wie groft ist der Abstand des chemischen Potentials in Silizium bei 300 K zur
nichsten Bandkante (Leitungs- oder Valenzbandkante):

a) in einem mit Ny = 10®cm ™3 dotiertem p-Gebiet und 1P
b) einem mit Np = 10'%cm ™3 dotiertem n-Gebiet? 1P

c) Wie grof8 ist die Diffusionsspannung als die Differenz beider chemischen Potentiale pro La-
dung? 1P

d) Wie grofs sind die Minoritéts- und Majoritdtsladungsdichten in den beiden Gebieten? 2P

Hilfestellungen: Die Breite der Bandliicke in Silizium ist W, = Wi, — Wy =~ 1,1eV, die Tempera-
turspannung Ur ~ 26 mV, die Rechengréfen der Boltzmannniherung sind Ny ~ 15 - 10'® . cm ™3
und N, ~ 24 - 10*8 - em ™2 und die intrinsische Leitfihigkeit betrégt fiir 300 K n; ~ 2 - 10%m 3.

Aufgabe 9.2: Bestimmen Sie fiir einen pn-Ubergang mit derselben Akzeptor- und Donatordichte
wie in der Aufgabe zuvor (Na = 1013 ¢cm™3 und Np = 10 cm~?)
a) die Breiten w, w, und wy, der Raumladungszone fiir Up = 0. 3P
b) Wie groR ist die Kapazitit des pn-Ubergangs bei Up = 0 bei einem Querschnitt des Uber-

gangs von A = 0,1 mm?? 2P

Hinweise: Die Diffusionsspannung fiir die gegebenen Dotierdichten wurde in der Aufgabe zuvor
berechnet. Elementarladung 1,6 - 107" C. Dielektrizitétskonstante von Silizium eg; ~ 10710 £



